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PATENTOWEGO Nr 17/2021

(54) Podstawa bezpiecznikowa zwtaszcza
niskonapieciowa z ostong stykéw

(57) Podstawa bezpiecznikowa zwiaszcza niskonapieciowa
z ostong stykdw charakteryzuje sie tym, ze posiada co najmniej jed-
na ostone stykéw, usytuowang na postawie ze stykami, przy czym
ostona stykow posiada co najmniej jeden element maskujacy oraz
co najmniej jeden hak trzymajacy i/lub posiada co najmniej jedng
powierzchnie (1.3). Element maskujacy posiada co najmniej jedna
powierzchnie (4.8), ktéra posiada kontakt z co najmniej jedng po-
wierzchnig (6,2) i/lub (6.2') haka trzymajacego.

(2 zastrzezenia)

AT (21) 432656 (22) 202001 21
(51) HO02M 3/07 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) STALA ROBERT; FOLMER SZYMON

(54) Sposoéb podwyzszania napiecia statego i uktadu
przeksztattnika podwyzszajacego napiecie state

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob podwyzszania statego
napiecia wejsciowego przeksztattnika DGDC, o wartos¢ stano-
wigca jego wielokrotnos¢, az do uzyskania napiecia wyjsciowego
rownego szesciokrotnej wartosci napiecia wejsciowego a takze
ukfad pozwalajacy na podwyzszenie wartosci napiecia wyjscio-
wego przeksztattnika DGDC, do poziomu szesciokrotnie wyz-
szego niz warto$¢ napiecia zasilajgcego przeksztattnik DGDC.
Przeksztatcenie napiecia wejéciowego Zrodta napiecia statego,
dotaczonego do wejécia przeksztattnika DGDC odbywa sie po-
przez podwyzszenie napiecie na wyjsciu przeksztattnika DGDC,
ktére stanowi dzielnik pojemnosciowy sktadajacy sie z dwdch
kondensatoréw, o jednakowej pojemnosci. Kazdy z kondensato-
row dzielnika pojemnosciowego taduje sie energia zgromadzong
w uktadzie przeksztattnika, w wyniku przefgczania zespotu stero-
walnych tacznikow przeksztattnika DGDC. Ukfad przeksztattnika
DCDC dla podwyzszania wartosci napiecia wyjsciowego zawiera
dwa przetaczane kondensatory, kondensator wejsciowy (2) i wyj-
sciowy dzielnik pojemnosciowy oraz zespét siedmiu sterowanych
tacznikow energoelektronicznych do rekonfiguracji obwodu
przeksztattnika dla tadowania i roztadowywania kondensatorow
przetaczanych umieszczonych w gateziach akumulujacych ener-
gie. Przeksztattnik DG-DC wyposazony jest ponadto w uktad ste-
rowania tacznikami energoelektronicznych. Sposéb umozliwia
osiggniecie na wyjsciu przeksztattnika DGDC, oprécz maksymal-
nego podwyzszenia stanowigcego 6-krotno$¢ napiecia wejscio-
wego, réwniez osiggniecie 2-krotnosci, 3—krotnosci, 4-krotnosci
oraz 5-kotnosci tego napiecia.

(8 zastrzezen)
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(51) HO3K 17/975 (2006.01)
HO1G 5/16 (2006.01)

(71) MERIT POLAND SPOEKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Krakéw

(72) WOZNIAK MAREK; BOGUSZ ANTONI
(54) Zespot przetacznika pojemnosciowego
(57) Przedmiotem zgloszenia jest zespot przetgcznika zawieraja-
cy obudowe przycisk aktywacyjny majacy mozliwos¢ przesuwu
wzdtuz osi aktywacyjnej (A), oraz kondensator zmienny (4) stano-
wigcy przetacznik pojemnosciowy majacy pozycje wytaczenia
i co najmniej jedna pozycje wiaczenia. Aby w prosty sposéb pre-
definiowac reakcje haptyczng zespotu przetacznika jak i zmiane po-
jemnosci kondensatora zmiennego (4) w funkcji przesuwu przycisku
aktywacyjnego, rzeczony kondensator zmienny (4) zawiera sprezy-
sty element aktywacyjny (41) o zamknietym przekroju poprzecz-
nym oparty na co najmniej dwdch punktach wspierajacych (P1,
P2) znajdujacych sie po przeciwnych stronach osi aktywacyjnej (A)
i po jednej stronie najdtuzszej prostopadtej do osi aktywacyjnej (A)
cieciwy (C) tego przekroju i definiujgcych odcinek wspierajacy (B)
znajdujacy sie co najmniej czesciowo we wnetrzu tego przekroju
poprzecznego, przy czym rzeczone punkty wspierajace (P1, P2)
sq zdefiniowane przez co najmniej jeden element podporowy (42),
oraz na punkcie aktywacyjnym (P3) znajdujacym sie zasadniczo
na osi aktywacyjnej (A); pierwsza oktadke (44) znajdujaca sie na ele-
mencie aktywacyjnym (41); oraz drugq oktadke (45) znajdujaca sie
w rzeczonej pozycji wytaczenia w pewnej odlegtosci od pierwszej
okfadki (44); przy czym zblizanie punktu aktywacyjnego do punk-
tow wspierajacych (P1, P2) wzdtuz osi aktywacyjnej powoduje obu-
stronne dosrodkowe $ciskanie elementu aktywacyjnego (41) wzdtuz
osi aktywacyjnej (A) i odérodkowe rozcigganie elementu aktywacyj-
nego (41) na kierunku zasadniczo prostopadtym do osi aktywacyj-
nej (A) oraz przemieszczanie pierwszej oktadki (44) wzgledem dru-
giej okfadki (45) kondensatora zmiennego (4).

(11 zastrzezeri)




